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FDS6673BZ_F085 
P-Channel PowerTrench® MOSFET 
-30V, -14.5A, 7.8mΩ

General Description
This P-Channel MOSFET is produced using Fairchild

Semiconductor’s advanced Power Trench process that

has been especially tailored to minimize the on-state

resistance.

This device is well suited for Power Management and

load switching applications common in Notebook

Computers and Portable Battery Packs.

Features
Max rDS(on)  = 7.8mΩ, VGS = -10V, ID = -14.5A

Max rDS(on) = 12mΩ, VGS = -4.5V, ID = -12A

Extended VGS range (-25V) for battery applications

HBM ESD protection level of 6.5kV typical (note 3)

High performance trench technology for extremely low
rDS(on)

High power and current handling capability

RoHS compliant
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MOSFET Maximum Ratings  TA = 25°C unless otherwise noted 

Thermal Characteristics

Package Marking and Ordering Information

Symbol Parameter Ratings Units
VDS Drain to Source Voltage -30 V

VGS Gate to Source Voltage ±25 V

ID
Drain Current  -Continuous    (Note1a)  -14.5 A

-Pulsed -75 A

PD

Power Dissipation for Single Operation  (Note1a) 2.5

W (Note1b) 1.2

 (Note1c) 1.0

TJ, TSTG Operating and Storage Temperature -55 to 150 °C

RθJA Thermal Resistance , Junction to Ambient (Note 1a) 50 °C/W
RθJC Thermal Resistance , Junction to Case (Note 1) 25 °C/W

Device Marking Device Reel Size Tape Width Quantity
FDS6673BZ FDS6673BZ_F085 13’’ 12mm 2500 units

March 2016
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Electrical Characteristics TJ = 25°C unless otherwise noted

Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Units

Off Characteristics
BVDSS Drain to Source Breakdown Voltage ID = -250µA, VGS = 0V -30 V

∆BVDSS
   ∆TJ

Breakdown Voltage Temperature
Coefficient

ID = -250µA, referenced to 
25°C

-20 mV/°C

IDSS Zero Gate Voltage Drain Current VDS = -24V, VGS = 0V -1 µA

IGSS Gate to Source Leakage Current VGS = ±25V, VDS = 0V ±10 µA

On Characteristics
VGS(th) Gate to Source Threshold Voltage VGS = VDS,  ID = -250µA -1 -1.9 -3 V

 ∆VGS(th)
   ∆TJ

Gate to Source Threshold Voltage
Temperature Coefficient

ID = -250µA, referenced to 
25°C

8.1 mV/°C

rDS(on) Drain to Source On Resistance

VGS = -10V , ID = -14.5A    6.5 7.8

mΩ
VGS = -4.5V, ID = -12A   9.6 12

VGS = -10V, ID = -14.5A
TJ = 125oC

9.7 12

gFS Forward Transconductance VDS = -5V, ID = -14.5A 60 S

 (Note 2)

Dynamic Characteristics
Ciss Input Capacitance

VDS = -15V, VGS = 0V,
f = 1.0MHz

3500 4700 pF

Coss Output Capacitance 600 800 pF

Crss Reverse Transfer Capacitance 600 900 pF

Switching Characteristics
td(on) Turn-On Delay Time

VDD = -15V, ID = -1A
VGS = -10V, RGS = 6Ω

14 26 ns

tr Rise Time 16   29 ns

td(off) Turn-Off Delay Time 225 306 ns

tf Fall Time 105 167 ns

Qg Total Gate Charge 
VDS = -15V, VGS = -10V, 
ID = -14.5A

88 124 nC

Qg Total Gate Charge
VDS = -15V, VGS = -5V,
 ID = -14.5A

46 65 nC

Qgs Gate to Source Gate Charge 8 nC

Qgd Gate to Drain Charge 23.5 nC

 (Note 2)

Drain-Source Diode Characteristics
VSD Source to Drain Diode  Forward Voltage VGS = 0V, IS = -2.1A -0.7 -1.2 V

trr Reverse Recovery Time IF = 14.5A, di/dt = 100A/µs 45 ns

Qrr Reverse Recovery Charge IF = 14.5A, di/dt = 100A/µs 34 nC

Notes:
1: RθJA is the sum of the junction-to-case and case-to-ambient thermal resistance where the case thermal reference is defined as the solder mounting surface of the 

drain pins. RθJC is guaranteed by design while  RθCA is determined by the user’s board design.

         Scale 1 : 1 on letter size paper

2: Pulse Test: Pulse Width < 300µs, Duty Cycle < 2.0%.
3: The diode connected between the gate and source serves only as protection against ESD. No gate overvoltage rating is implied.

a) 50 oC/W (10 sec)
    when mounted on a 1 in2 
    pad of 2 oz copper

b) 105 oC/W when mounted 
    on a .04 in2 pad of 2 oz 
    copper

c) 125 oC/W when mounted 
    on a minimun pad
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Typical Characteristics TJ = 25°C unless otherwise noted

Figure 1.  On Region Characteristics
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Figure 3.  
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Figure 7.  
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Typical Characteristics TJ = 25°C unless otherwise noted
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Figure 13.  Junction-to-Case Transient Thermal Response Curve

Figure 14.  Junction-to-Ambient Transient Thermal Response Curve

Typical Characteristics TJ = 25 °C unless otherwise noted
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

